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Vynidlez se tykd rychlého vykonového spinaciho tranzistoru, ktery obsahuje dva
nebo t#i tranzistorové stupnd v Darlingtonové zapojeni integrované na jediné monkrys-
talické ktemikové desce,

Znamd Feleni vicestupnovych tranzistord v bpartingtonovE zapojeni integrovanych
na jediné kfemikové monokrystalické desce maji mezi bazi a emitorenm prvniho stupné
parazitni odpor, tvoteny pFiénym odporem bdzové vrstvy. Tento odpor dosahuje vzhle-
dem ke konstrukci baze relativnd vysoké hodnoty.

Nevyhodou takového provedeni je nedokovalé vypinini tranzistoru 2dpornym bdzo-
vym signdlem. P#i1lina nedokonalého vypinidni je v tom, 3e vypinact proud z druhého a
popfipadd i trettho tranzistorového stupné protéksd pfes parazitnt odpor bizové vestvy
prvniho stupnd, jeho* vysoks hodnota velikosti vypinaciho proudu omezuje. V disledky
toho se vypinaci proces prodluiuje, 2vétiuje se vypinaci doba t 4gs rostou vypinaci
2traty, zhor3uje se odolnost proti sekundarnimu prirazu pFi vypinani a tyto faktory
omezuji pracovni kmitolet soulsstky.

Uvedené nevyhody.odstranuje Fedeni rychlého vykonového spinaciho tranzistoru po-
dte vynidlezu, jeho?: podstata spoliva v tom, 3e k bizové vrstvd prvniho tranzistorové~
ho stupné pfiléhs odporovd vrstva, vytvofens z materidtu Elendné emitoroveé vestvy, o=
patlend dvéma kontakty oddélenymi nekontaktovanou fasti odporové vrstvy, piilem? prve
ni kontakt odporové vrstvy je vodivé spojen s bazovym kontaktem prvniho tranzistoro-
vého stupnd a druhy kontakt odporové vrstvy je vodivé spojen s emitorovym kontaktem
prvniho tranzistorového stupnéd,

Elektricky odpor vytvofeny odporovou vrstvou mezi bdz{i a emitorem prvniho tran-
zistorového stupné md hodnotu vyrazné ni%3i, ne? parazitni odpor bizové vrstvy prvni-
ho tranzistorového stupné&., Vypinaci proud druhého a poptipadé i tFetiho tranzistoro-
vého stupné protéks prevainé& odporovou vrstvou, takie jeho hodnota neni omezovina pa~
razitnim odporem bizové vrstvy, V disledku toho se vypinaci proces urychluje, sniiu~-
je se vel{kost vypinaci{ doby toff a v dusledku toho klesaji vypinaci 2trity, z2lepfu-
je se odolnost proti sekundadrnimu prurazu p*i vypinani a zvy8uje se poulitelny pra-

covni kmitolet,

Péikladem rychlého vykonového spinaciho tranzistoru podle vynalezu je dvoustup-
ﬁovy tranzistor typu NPN v Darlingtonové zapojeni znadzornény v #fezu na obr., 1 a v
hornim pohledu na obr. 2. Rychly vykonovy spinaci tranzistor obsahuje dva tranzisto-
rové stupné 12 a 20 v darlingtonové zapojeni integrované na jediné kfemtkové mono-
krystalické desce., Kaidy tranzistorovy stupen obsahuje zidkladni vrstvu n, 21 vyso-
koodporového polovodilového materiadlu typu n elektrické vodivosti, ke které pFiléha
vnéj3i vysokodotovanid vrstva 12, 22 také typu n, vodivé spojend s kolektorovou elek~
trodou 31. K zdkladni vrstvé 11, 21 pfiléhsd z druhé strany polovodilovd bizovd vrstva
13, 23 typu p, ptilem? polovodilovad bazovéd vrstva 13, 23 je na £asti povrchu opatFena ba-
::vy;—kontaktem 1&, 24. K §ézové vrstvé 13, 23 pifiléhs déle Ilen&nd emitorovéd vrstva 15,
25 n typu vodivosti, opatifend emitorovym kontaktem 16, 26. Emitorovy kontakt 32 druhého
::;nzistorového stupné 20 je vodivé spojeny s emitorovou elektrodou 33. Bazovy kontakt 14
prvého tranzistorového stupné 12 je vodivé spojen s bazovou elektrodou 23.

K bazové vrstvé 13 prvniho tranzistorového stupné 10 priléha odporova vrstva iz,
vytvotend 2 materiilu &lendné emitoroveé vrstvy 15, opattena dvéma kontakty, oddé&leny-
mi nekontaktovanou &isti odporové vrstvy 17, ptitemi prvni kontakt 18 odporové vrstvy
11 je vodivE spojen s bazovym kontaktem 14 prvniho tranzistorového stupné 16 a druhy
kontakt 19 odporové vrstvy 17 je vodivE spojen s emitorovym kontaktem 16 prvniho tran-
zistorového stupné 10.
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"Na obr. 2 je v hornim pohtedu na dvoustupnovy tranzistor v Darlingtonové zapoje~
nt zndzorndn bazovy kontakt 14, tlendnd emitorovs vrstva 15 a emitorovy kontakt 16
prvniho tranzistorového stupné, Dile je zndzornina Elenknd emitorovd vrstva 25 a emi-
torovy kontakt 26 druhého tranzistorového stupné. Odporovd vrstva 17 je opatfena prv=-
nim a drubhym kontaktem 18, 19.

PFi fﬁnkci dartingtonova dvoustupnového tranijstoru protékd vypinaci{ proud druhé-
ho tranzistorového stupné 20 ptevdind odporovou vrstvou 17.

Oblasti vyuZiti vyndlezu jsou rychlé vykonové spinaci tranzistory urlené pro pri-
myslové aplikace jako napFiklad stfidale, mdnile kmitoltu, svatfovaci agregdty se stii=
davym frekveninim meziobvodem a podobné&, které vy2aduji zvyieny pracovni kmitolet
tranzistorl,

PREDMET VYNALEZU

Rychly vykonovy spinaci tranzistor, obsahujici dva nebo t*{ tranzistorové stup-
né v Darlingtonové zapojeni, integrované na jediné kifemikove monokrystalické desce,
ptitemi kaidy tranzistorovy stupen obsahuje zadkladni vrstvu vysokoodporového polovo-
difového materidlu, ke které priléhd z jedné strany vnéjét vysokodotovand vrstva stej-
ného typu elektrické vodivosti jako z2dkladni vrstva a 2 druhé strany pfiléha k zaklad-
ni vrﬁtvé polovodjécvé bidzovad vrstva opalného typu elektrické vodivosti ne? z3kladni
vrstva, pFifem: polovoditovd bazova vrstva jévna Zasti povrcHu opatfena bizovym kon-
taktem-a dale k ni pFiléhd &lendnd emitorova vrstva stejného typu elektrické vodivos~
ti jako zakladni vrstva, ptilem: ¢lenénid emitorova vrstva je opatfena emitorovym kon-
taktem, vyznalujicy se tim, %2e k bdzové vrstvé /13/ prvniho tranzistorového stupné
/10/ priléhs odporovs vrstva /17/, vytvoFend z materidlu &lendné emitorové vrstvy 115/,
opatiend dvéma kontakty /18, 19/, pfitem? prvni kontakt /1&/ odporové vestvy /177 je
vodivé spojen s bazovym kontaktem /14/ prvniho tranzistorového stupné /10/ a druhy
kontakt /19/ odporové vrstvy /17/ je vodivé spojen s emitorovym kontaktem /16/ prvni-
ho tranzistorového stupné /10/.

2 vykresy
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